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(54) Title: INTEGRATED CIRCUIT COMPRISING AN ORGANIC SEMICONDUCTOR, AND METHOD FOR THE PRODUC-

TION OF AN INTEGRATED CIRCUIT

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT EINEM ORGANISCHEN HALBLEITER UND VERFAHREN ZUR

HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG
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(57) Abstract: The invention relates to an integrated circuit comprising an organic semiconductor, especially an organic field effect
transistor (OEFT) that is provided with a dielectric layer. Said integrated circuit is produced by means of a polymer formulation
consisting of a) 100 parts of at least one crosslinkable basic polymer, b) 10 to 20 parts of at least one dibenzyl or tribenzyl alcohol
compound as an electrophilic crosslinking component, ¢) 0.2 to 10 parts of at least one photo acid generator dissolved in d) at least one
solvent. The invention further relates to a method for producing an integrated circuit, which makes it possible to produce integrated
circuits comprising dielectric layers, particularly for OFETs, at low temperatures.

& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einem organischen Halbleiter, insbesondere einem
& organischen Feldeffekt-Transistor (OEFT) mit einer Dielektrikumsschicht, herstellbar durch eine Polymerformulierung bestehend
aus a) 100 Teilen mindestens eines vernetzbaren Basispolymers, b) 10 bis 20 Teilen mindestens einer Di- bzw. Tribenzylalkoholver-
bindung als elektrophile Vernetzerkomponente, ¢) 0,2 bis 10 Teilen mindestens eines Photosduregenerators geldst in d) mindestens
einem Ldsungsmittel. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltung. Damit ist eine Her-
stellung von integrierten Schaltungen mit dielektrischen Schichten, insbesondere fiir OFETSs bei niedrigen Temperaturen méglich.
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